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Inventia se refetr la procedee de ¢ihere a materialelor semiconductoagiepoate fi utilizai in tehnologia

semiconductoare.

Procedeul de lichidare a deforfigh monocristalelor de ZnSe in procesul deire du crestere, crescute din faz
gazoas, pe fundul plat de grosime arbitiaal camerei de cgtere inchise, constin utilizarea temperaturii de
crestere aflate in diapazonul 9001100°C, a gradientului de temperaitin regiunea de cristalizare.®°C/cm, a

vitezei de Tnalzire a germenului de cristalizase de rcire a cristalului crescut 2060°C/ord cu utilizarea unui

profil special de temperatual cuptorului, necesar pentru lichidarea efectdkiglipire a cristalelor de pégiidiolei.
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